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OEM: Texas Instruments Transistor TIXS79 Datasheet

N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor in Silizium-Planar-Technik**

Im Silcet*-Gehéause fiir industrielle und Konsumer-Anwendungen,

bei denen sehr hohe Durchbruchspannungen verlangt werden

Hohe Drain-Gate-Durchbruchspannung: Ueripeo = 300 V min — TIXS78
Vorwirtssteilheit: |yus| = 750 S min

Niedriges Cizs = 3 pF max
TIXS78, TIXS79

Mechanische Daten

Malle in mm "Silect pin circle "

——r—y—

04®  F===2
12,7 min —d 478

1 — Source, 2 — Drain, 3 — Gata

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte**

TIXS78 TIXST9
Drain-Gate-Spannung 300 V 200V
Gate-Source-Sperrspannung —7aV —80V
Gate-Strom in DurchlaBrichtung “— 10mA =
Maximale Verlustleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) “— WOmW —
Maximale Verlustleistung bei 25 °C Drahttemperatur {(Bam. 2) «— S0 mW —
Lagerungstemperatur —B5°C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehduse flr 10 s +— 2/O°C -

Bemerkungen:

1. Fillt linear bis zur Umgebungstemperatur von 150 °C ab; Ableitungskonstante 2,8 mW/°C.
2, Fallt linear bis zu einer Drahttemperatur von 150 °C ab. Die Drahttemperatur wird im Abstand von
1,6 mm vom Gehduse gemessen. Ableitungskonstante 4 mwW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
** Vorlaufige Daten
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nlcht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen TIXS78 TIXSTS Ein-
min max min max haeit
lass Gate-Reststrom Ugg=—75V, Upg=10 -1 [T
Ugg==80V, Upg=10 =1 T8
Ugs = —40Y, Ups =10 —2 —2 nA
L'IGE = 4 ';‘I" UD!, - 'I:II T'l'_:' = 100 u": =2 -2 i-l-.l“'.
Inao Drain-Sperrstrom Upg =300V, Ig=0 1 .y
Upg =200V, lg=10 1 wh
Ugsetny Pinch-Off-Spannung Ups= 30V, Ip=4nA -2 -0 -2 -z Vv
lpsg Drainstrom Ups =30V, Ugs=0 (Bem.3) 2 1m 2 10 mA
rasony Dynamischer Drain-Source- Ugs = 0, Ip = 0, f=1KkHz 1.5 b k&
DurchlaBwiderstand
[v21s] Vorwdrlsstellheit Ups=30V, Ugg=0 f=1kHz 075 3 075 3 ms
(Bem. 3)
|vazs] Ausgangsleitwert Upg =30V, Ugg=0 f=1EkHz 100 100 ps
(Bem, 3)
Ciis Eingangskapazitat Ups=30Y, Ugg=0 f=1MHz 15 18 pF
—Ci3e Rickwirkungskapazitit Ups=30V, Ugs=10, f=1MHz 3 3 pF
[¥a1s] Vorwdrissteilheit Ups =30V, Ugs=190, f=10MHz 05 0.5 ms
Thermische Daten
Verlustieistungs-Abnahme Verlustieistungs-Abnahme
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Ty~ Umgebungstemperatur = °C T, — Drahitemperatur —*C
Bemerkung:

3. ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite = 100 ps, Tastverhdltnis = 10%,
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